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※概要（Summary ）：

スパッタリングで作製した Ni-Nb-Zr アモルファス合

金薄膜に電気化学的手段により水素を導入し、薄膜中

の水素の分布の様子及び電気的特性に関する検討を

おこなった。その結果、薄膜下に Pd 層を形成すると

アモルファス合金薄膜に水素を導入した際の応力が

抑えられ、アモルファス合金薄膜全体に水素が導入さ

れることがわかった。この薄膜のキャパシタンスを測

定すると一時的に大きな容量が計測されるが、経時変

化とともに消失することがわかった。

※実験（Experimental）：

以下の装置を使用して実験を行った。

・アネルバ社製スパッタ装置 SPC350

・電子ビーム蒸着装置 EBX-6D

・ズースマイクロテック社製 MA6

・テンコール社製表面極微細構造測定装置プロファイ

ラーP-15

・日立ハイテク社製グロー放電分光分析装置 GDOES

・長瀬産業社製高耐圧プローバ（特注品）

・アジレント社製高周波デバイス測定装置 1501B

※結果と考察（Results and Discussion）：

アモルファス合金薄膜中の水素の分布を図１に示す。

従来 Ni-Nb-Zr アモルファス合金薄膜に水素を導入す

ると応力が発生し、薄膜の剥離等により水素導入は深

さ方向にうまく進まなかった。しかし、本支援では

Pd をバインダとして挟むことにより水素導入が深さ

方向に均等に進むことがわかった。

また、このようにして作成したアモルファス合金薄膜

のキャパシタンスを経時的に計測した結果、作製当初

は大きな値を示すが、時間とともに消失することがわ

かった。（図２）
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